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新世代の情報ユビキタスネット社会に対応し得
る画像情報処理技術や通信技術等に適用し得る、
知的演算および記憶機能を有する超小型立体型
チップを研究開発し，快適で安全な社会の実現
に貢献する。そのために高性能トランジスタを
三次元的に自由に配置し，高密度三次元配線技
術と融合させ，究極の知的システムである脳の
機能に漸近する高密度高機能三次元集積回路シ
ステムを構築する。シリコン・ナノエレクトロ
ニクス技術を、材料・プロセス・デバイス，回
路・アーキテクチャ・アルゴリズムから総合的
かつ融合的に研究を行っている。
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1. 薄膜トランジスタを用いる高機能RFIDユビキタスチップの研究

RFIDタグの最大の課題であるコストブレークスルー
を目指し、絶縁基板上に作製した高性能薄膜トラン
ジスタ(TFT、Thin Film Transistor)と新構造不揮
発メモリをコアデバイスとするアンテナ一体型の演
算および記憶機能を有するユビキタスチップ(U-
チップ)を開発している。研究目標のU-チップは、
安価な高性能シリコンTFTとそれとプロセス整合す
る新規な書き換え可能TFT型不揮発メモリをコアデ
バイスとし、安価なガラスあるいは有機物等の絶縁
基板上で各種要素回路・記憶回路とアンテナとを一
体構成を行う。

RFIDのための高効率電源回路

ガラス/フレキシブル基板上のユビキタスチップ

高密度高機能3次元集積回路システム
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2. レーザー再結晶化シリコン薄膜による高性能ＴＦＴの研究

ＣＷレーザ結晶化法により１次元的結晶成長シリコ
ン(Si)薄膜を作製し、これを薄膜トランジスタ
（TFT）に適用することで、デバイスの高性能化を
行っている。石英基板上のa-Si薄膜のレーザ結晶化
を行い、20×2 μmの1次元的広がりをもつ巨大グレ
インを形成することができた。 1次元的ラテラル結
晶グレインをチャネルにもつTFTを試作し、電子移
動度400 cm2/V・sを達成した。

4. 高性能TFTデバイスを用いたコストイフェクティブRF集積回路の研究
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連続波レーザ再結晶化装置

基板全面あるいはチップ領域面にナノメータレベル
の凹凸溝（ユニバーサル･ナノグレーティング）を
設け、占有面積を変えずに電流通路（チャネル）を
拡大する(α＞1)ことによってトランジスタの駆動
力α・Gmを増大させ、さらに歪効果を利用したキャ
リア移動度の増大を利用し性能向上を実現した。
CMOSのチップ面積縮小に有効である。従って集積回
路の性能向上を実現する。従来のＬＳＩ製造工程を
ほとんど変更することなく、既存の量産工場をその
まま活用することによって性能的に差別化を行うこ
とができる。

3. ナノグレーティングチャネルによるFET駆動力向上の研究

試作トランジスタ：凸凹段差 25 nm, ピッチ 75 nm

ナノグレーティング上に作製するLSIデバイス
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ラテラル結晶Si薄膜による薄膜トランジスタTFT世代と薄膜シリコン結晶化技術

500 μm

Power: 10 W
Scan Speed: 30 cm/s

500 μm500 μm

Power: 10 W
Scan Speed: 30 cm/s

レーザ連続照射処理後シリコン薄膜
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ナノグレーティングによるCMOS面積縮小効果（L=0.25 μm）
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CWレーザ結晶化法による高性能TFTを，ガラス等
の誘電体基板上で低損失（高Q値）のインダクタン

スや容量，伝送線路と集積化し，コストイフェク
ティブな高性能RF集積回路を実現する。さらに，

必要な場所にのみ必要な薄膜を形成し，必要な薄膜
形成・改質処理も必要な部分のみに適応する新しい
概念である「領域選択プロセッシング」技術により，
更なる低コスト化を目指す。

絶縁体基板上のRF受動素子
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